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Silizium-Planar-Dioden BAY

Ausfiihrung :

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden, Kathode durch roten Farbpunkt gekennzeichnet,

Verwendung:

Dioden fir schnelle Schalter in der kemmerziellen Technik.

Abmessungen :
(MaBe in mm)

Gehduse DO-7
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Grenzdaten
T
BAY 31 BAY 36

Verlustleistung Ty = 5B*C P 200 mW

Ty = d45°C 170 mw

T, =1006°C 100 mw
Sparrspannung Ty = 25°C Ur i 15 | 30 W
DurchlaBgleichstrom Ig 100 mA
DurchlaBspitzenstrom Ipm 200 ma
Maximale Lagertemperatur +Tg 150 “C
Minimale Lagertempearatur -Ta 55 “C
MaxzimaleSperrschichttemperatur +T) 135 ™
Minimale Sperrschichttemperatur _ B —Tj ) 55 o
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BAY 31,36
Statische Kenndaten bei T, = 25 °C
_ ) BAY 31 BAY 36
Sperrstrom | Ug =10V ™ 25 < 10 - 30 | aa |
Ir* 30 = 58 <150 i
Ig*™® [150 =220 -3550 na
Ig***| 035- 08~ 17 wh
Ugp =15V Ir 2 20 220 nA
Ugr =20V | Ir ~ |a=5-300 | nA
T Ur-30V | IR 6-11-2000 | nA
Durchlafstrom | Up = 1V |.I;.- 40 - 70 - 130 | rnAJ
* beiT, - 55°C
* beiTj= 80°C
™ pel Tj =100 "C
Dynamische Kenndaten bei T, = 25°C
BAY 31| BAY 36 |
Diodenkapazitit Ur = 05V c 3<6 | oF ‘
' Sperrver- van lg =10mA auf Ug =10V
zhgerungszeit bei RL 10&” 1 trr 21 = 35 <= 45 ns |
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